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ВСТУП 

Останнім часом сильно зріс інтерес до окису цинку, що обумовлено 

можливістю його використання в якості ефективних п’єзо– і 

фотоелектричних перетворювачів, активних елементів лазерів та різних 

приладів мікро- і наноелектроніки [1-4]. Крім цього, оксид цинку є 

перспективним компонентом для виготовлення атмосферостійких покрить 

із бактерицидними властивостями [1]. Також підвищений науковий і 

прикладний інтерес викликають структури на основі широкозонних 

оксидних напівпровідників і діелектриків з наночастинками благородних 

металів[4]. Відомо, що подібні нанокомпозиційні матеріали виявляють 

лінійні та нелінійні оптичні ефекти, пов'язані з колективним збудженням 

електронів провідності та наночастинок металу електромагнітної хвилею, 

— поверхневий плазмонний резонанс (ППР)[5]. В умовах резонансу 

відбувається істотне збільшення коефіцієнта поглинання середовища, 

значне підсилення локальних полів поблизу наночастинок, що в свою 

чергу може стимулювати або підсилювати різні фізичні процеси, 

наприклад гігантське підсилення комбінаційного розсіяння[6], 

люмінесценції[7], тощо. З іншого боку, характеристики поглинання в 

умовах ППР багато в чому визначаються, хоча і нелінійно, розмірами 

металевих наночастинок[8].  Це дозволяє застосовувати відносно простий і 

доступний метод оптичної фотометрії при дослідженнях по синтезу і 

модифікації наночастинок благородних металів у різних матрицях [9,10] 

На сьогодні для одержання плівок оксиду цинку найчастіше 

використовують методи золь-гель синтезу [4], магнетронного 

розпорошення [5], розкладання металоорганічних сполук [6] тощо. 

Традиційні технології епітаксії і літографії не можна застосувати для 

створення нанорозмірних елементів електронних схем, оскільки висока 

температура процесів заважає формуванню локальних областей. 

Використання високовакуумних установок призводить до збільшення 

дефектності плівок. "Холодні" технології осадження, типу золь-гель, через 
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одночасність осадження матеріалу на всю підкладинку і ріст зерен 

осаджуваного матеріалу в різних місцях підкладинки призводить до 

утворення дефектів і виникнення мікро тріщин при сушінні. Формування 

плівок і складних елементів електронних схем нанометрового діапазону 

при досить низьких температурах можна здійснювати за допомогою 

електролізу. Важливою перевагою цього методу є можливість контролю 

товщини оксидної плівки в процесі формування. Для фотоелектроніки 

часто потрібне створення структур, у яких підкладинка є прозорим у 

видимій області спектру електропровідним електродом. Оксид цинку – 

один з перших оксидів металів, котрий було використано як 

тонкоплівковий матеріал для газових сенсорів завдяки зміні його 

провідності в середовищі водне- і кисневмісних газів. Газові сенсори на 

основі ZnO привертають до себе значну увагу через їхню високу 

чутливість, хімічну стійкість, нетоксичність та низьку собівартість. 

Газочутливі характеристики плівки оксиду цинку значно покращуються 

при введені легуючих домішок, оскільки легування збільшує кількість 

адсорбційних центрів . 

Метою дипломної роботі є  дослідження  електрофізичних і оптичних 

характеристик тонких плівок оксиду цинку, а також встановлення їх 

чутливості до парів етанолу, отриманих простими методами, зокрема, 

хімічного осадження з розчинів ацетату цинку та термічного окислення 

плівок цинку.  
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

1. Ширина забороненої зони плівок ZnO, отриманих з домішкою ПВС, 

більша, ніж у аналогічних плівок, отриманих без домішки ПВС. 

Причина полягає у тому, що полімерна матриця з ПВС обмежує 

розміри реакційних об’ємів, де відбувається синтез кристалітів 

оксиду цинку, а значить, стримує ріст кристалітів ZnO. 

2. Плівки, отримані з розчину ацетату цинку з домішками 

полівінілового спирту, мають значно більший опір ніж плівки, 

отримані без домішки ПВС. Це пояснюється тим, що в процесі 

високотемпературного відпалу ПВС розпадається, а продукти 

розпаду випаровуються і плівки оксиду цинку стають поруватими з 

більш розвиненою поверхнею. 

3. Поруватість плівок ZnO, отриманих з домішкою ПВС, сприяє 

абсорбції кисню та його дифузії вздовж міжкристалітних границь. 

Абсорбований кисень, не тільки збільшує поверхневий запірний 

вигин енергетичних зон, але й приводить до зростання висоти 

міжкристалітних потенціальних бар'єрів для електронів, що в свою 

чергу, призводить до підвищення електричного опору плівки 

4. Присутність парів етилового збільшує опір плівки. Тобто, пари 

етанолу впливають на електропровідність плівки ZnO як газ-

окиснювач. З кожним наступним  циклом досліджувані плівки 

виявляють своєрідну ―стомлюваність‖, яка полягає у погіршенні їх 

сенсорних властивостей,  зокрема збільшення часу відгуку, часу 

відновлення та зменшення чутливості. Відновлення 

першопочаткових параметрів можна досягти прогріванням плівки до 

160-180
0
С.  

 

 

_________________ Ю.І. Булига   
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